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【概要】

１．はじめに

近年，振動や熱などの身の回りの小さなエネルギーを回収する「エネルギー・ハーベスティング」が注目さ

れている．振動発電は歩行やモーターなどの振動から電力を取り出すものであるが，その材料として圧電材

料が主に用いられている．しかし圧電材料は脆い，高インピーダンスなどの欠点がある．発電デバイスとし

ては耐久性があり低インピーダンスで安価かつ加工しやすいという特徴が求められており，我々はこれを可

能とする磁歪材料に注目している．本研究では，安価なシート状発電デバイスへの応用を目指し，超磁歪材

料であるFeGa薄膜の作成とその振動発電デバイスへの応用を検討する．
2．実験方法
超高真空スパッタ装置によりFe80Ga20単層膜(150 nm)を成膜した．Ar圧は 0.4 Paとし，基板には湾曲可能な
厚さ150µmのカバーガラス基板を用いた．FeGaは結晶の(100)方向で大きな磁歪定数を示すため，結晶を(001)
配向させることを目的に下地層に(001)配向しやすいMgO層を 10 nm挿入した．なお成膜後，酸化防止のた
めの保護膜としてTa 5 nmを成膜した．磁歪の測定には基板を湾曲させる治具を用いて一軸歪を加えた状態
でトルク曲線を測定することで磁歪定数を求めた．またX線回析によりFeGaのみ(001)配向性の有無を調べ
た．

３．実験結果

Fig. 1はFeGa膜のX線回析プロファイルである．上がTa下地上にFeGaを成膜したものであり，下はMgO
下地上に成膜したものである.Ta下地のものは2θ=44.40°にFeGa110ピークと2θ=81.90°にFeGa(211)ピークが
見られたがFeGaの100配向を示すピークは見られなかった.一方MgO下地を挿入したFeGa膜では2θ=42.50°
にMgO200ピークと 2θ=64.84°にFeGa200ピークが見られており，MgO層をの挿入により，FeGaの(001)配
向を誘導することに成功した．しかしながら2θ=44.40°に FeGa110ピークも見られており完全な(001)配向膜
とはなっていない．

Fig.2はMgO下地上のFeGa膜を湾曲させて測定したトルク曲線を示しており，compressiveは一軸性の圧縮
応力を加えたときで，tensileは膜に引張応力を加えたときのトルク曲線である．またこれらの差分の曲線を
differenceで示す．差分によって得られたトルク曲線の振幅は 20 kerg/ccと読み取られ，これから求められる
FeGa膜の磁歪定数は31.6 ppmとなった．この値はバルク値より 1桁程度小さい結果となった.
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Fig.1.XRDprofiles of FeGa films
depositedonTaandMgObuffer layer

Fig.2. Torque curves 0f FeGa filimsonMgobuffer layer.
taken applying uniaxial compressiueand tensile stresses.
The differenceof these curves is also shown in the figure.




